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Globaalne energiavajadus on pidevalt kasvamas, sest rahvaarv on aina kiiremas tempos
tdusmas ning Ulemaailmsed fossiilklituste reservid aina vahenemas. Just sellised faktorid
on suuresti mdjutamas meie tuleviku energia saamise viise. Inimkonnana peaksime
keskenduma alternatiivsetele energiaallikatele. Selle kasuks radagib ka fakt, et naiteks
Euroopa Liit on oma liikmesriikidega kooskdlastanud nn. rohekokkuleppe, et muuta
Euroopa 2050. aastaks kliimaneutraalseks piirkonnaks. Leian, et oma bakalaureusetétga
saan ka mina anda oma panuse sellesse. Paikesepaneelid on kindlasti ks viis diges suunas.
Kindlasti on antud valdkonnas arenemisruumi ning iheks valdkonna arengusuunaks ongi
Ohukesekilelised péikesepatareid. Selliste pdaikesepatareide absorbermaterjale on kill
erinevaid, ehk arendus kaib mitmete erinevate materjalidega, kuid teoreetilise kasuteguri
poolest on CuSbSe: pea parimate naitajatega. Koik eelmainitu motiveeris mind just seda

materjali valima ning tegema oma bakalaureust6dd just sellisel teemal.

Kdesoleva uurimist6d Ulesandeks oli valmistada CuSbSe. 0Ohukesed kiled
magnetronpihustuse meetodil varieerides tehnoloogilisi parameetreid ja rakendada
sobivate omadustega kiled absorbermaterjalina pdikesepatarei struktuuris. Voib 6elda, et
t60s seatud eesmadrgid said osaliselt taidetud. Kilede koostist varieeriti rakendades
erinevaid sadestusvdimsuseid. Uhefaasiline stohhiomeetria-ldhedase koostisega CuSbSe>
kile saadi rakendades Sb2Ses marklauale sadestusvdéimsust 120 W (RF) ning Cu:Se
marklauale 39,6 W (DC). EDX ja Raman analluside abil madrati, et teised varskelt
sadestatud kiled olid Cu-rikkad voi Sb-rikkad ning sisaldasid peamiselt lisafaasina Sb.Ses.
Varskelt sadestatud CuSbSe: kilesid kasutati ka paikesepatarei struktuuris absorberkihina,
aga esialgsed IV moodtmised ei ndidanud tulemust. Seejarel termotoddeldi koiki kilesid
seleeni aururdhus, et parandada kilede element- ja faasikoostist ning morfoloogiat.
Seleniseerimise kdigus tekkis kdikidel kiledel kahekihiline struktuur. Raman ja EDX
analtusil maarati, et tegemist oli CusSbSes ja Sb.Ses faasidega. Cu-rikka faasi
eemaldamiseks kasutati KCN s6ovitust. Peale keemilist sddvitust jai vaid Sba2Ses faas.
Sellest hoolimata valmistati kdikidest seleniseeritud ja sé6vitatud kiledest pdikesepatareid
struktuuriga Mo/Sb2Ses3/CdS/i-Zn0/Zn0:Al, millest parima kasutegur oli 0,4% (Voc =256
mV, jsc =4,5 mA/cm? ja FF =32,4%).

Uuritud materjalidel on kindlasti potentsiaali olla kasutuses absorberkihina paikesepatarei
struktuuris. Lisaks v0ib mainida, et tegemist on veel palju arendust ndudva suunaga.
Kindel on, et CuSbSe> oma omadustelt sobib kasutamiseks absorberkihina, vahemalt
laboritingimustes. Hetke seisuga, mil ei ole veel saavutatud piisavalt kdrgeid kasutegureid
antud materjali puhul, ei ole teada ka kuidas konkreetne materjal voiks kadituda pikaajalisel
valitingimustele vastavas keskkonnas. Jareldusena voib 6elda, et edasises uurimises peaks

kindlasti p6érama tdhelepanu kilede jareltdotlusele.



